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はじめに 我々はこれまでGaN化合物とラジカル窒素を原料に用いた化合物原料分子線エピタキ

シー(compound-source molecular beam epitaxy:CS-MBE)法により、赤色発光を示すユーロピウム(Eu)

添加GaN薄膜(GaN:Eu)の作製を行ってきた[1]。また、立方晶GaNへの Eu添加を目的に、GaAs(100)

基板上に GaN:Eu薄膜作製を試みている。今回、これまでの GaN化合物を原料とした方法に加え、

金属 Ga とラジカル窒素を原料とした方法の 2 通りで、MBE 装置により GaAs(100)基板上へのユ

ーロピウム添加 GaN薄膜の作製を行った。 

実験方法 Ga 源として金属 Ga(6N)及び GaN 粉末(NH3雰囲気中で複数回窒化(1100 ℃、2 h)して

作製)を用いた。基板には GaAs(100)基板を用いた。窒素源として、ラジカル窒素を用いた。GaN

粉末を原料に用いた場合、GaN セル温度(TGaN)は 805 ℃、GaN セル温度(TGaN)は 780 ℃、Eu セル

温度(TEu)を 400 ℃とした。基板温度(Tsub)は 650 ℃とし、成長時間(tg)は 200 minで行った。また、

Ga 金属を原料に用いた場合、Ga セル温度(TGa)を 780 ℃とし、Eu セル温度、基板温度は GaN 粉

末の場合と同様であり、tg=180 minとした。作製後、反射高速電子線回折（RHEED）観察及び X

線回折測定(XRD)により結晶構造を評価し、PL測定を行った。 

実験結果 GaAs(100)基板上に GaN粉末とラジカル窒素を原料として、GaN:Eu薄膜を作製(tg=200 

min、Tsub =650℃、TGaN=805 ℃、TEu=400 ℃)を行った。Fig.1.に PLスペクトルを示す。Fig.1.より、

622 nm 付近に Eu
3+による発光が見られた。次に金属 Ga とラジカル窒素を用いて GaAs(100)基板

上に GaN:Eu薄膜の作製(tg=180 min、Tsub =650 ℃、TGa=780 ℃、TEu=400 ℃)を行った。Fig.2.に PL

スペクトルを示す。Fig.2.より 622 nm付近に Eu
3+による発光がみられた。GaN化合物を原料にし

た場合に比べ、金属 Ga を原料とした場合、PL 測定において、欠陥に起因したと考えられるブロ

ードな発光の減少が見られた。RHEED観察及び X線回折測定では、六方晶 GaNと立方晶 GaNが

混在しており、どのサイトに Euが添加されたのかは現在検討中である。 
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Fig.1.PL spectra of GaN:Eu (GaN compound source)  

layers grown on GaAs(100) at 77K  

Fig.2. PL spectra of GaN:Eu (metal Ga source)  

layers grown on GaAs(100) at RT 
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